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Beschreibung
BEREICH DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Leistungs-
module mit mehreren Transistorchips (Transis-
tor-Halbleiterplattchen), die ein einzelnes, externes
Gate-Terminal zur Verfigung stellen. Insbesondere
betrifft sie ein Leistungsmodul, das bei einer ersten
Frequenz ohne Oszillation bei einer zweiten, hdheren
Frequenz betrieben wird, die unter einer Grenzfre-
quenz der Transistoren liegt.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Leistungs-
moduleinrichtungen bekannt, die mehrere Transistor-
chips verwenden. Fig. 1 und Fig. 2 stellen zwei sol-
cher Konfigurationen aus dem Stand der Technik dar,
wobei Fig. 1 eine Einrichtung darstellt, die als SGS
Thompson TH430 bekannt ist, und Fig. 2 eine Ein-
richtung darstellt, die als Toshiba TPM1919 bekannt
ist.

[0003] Die in Fig.1 gezeigte SGS Thompson
THA430 ist eine bipolare Einrichtung mit vier Chips, die
eine zentrale Basiseinspeisung enthalt, wobei die
Emitter an der Aullenseite der rechteckigen Anord-
nung angeordnet sind. Gemal dieser Gestaltung ist
keine Einrichtung zum Angleichen der Weglange von
dem Basis-Terminal zu den Basen der einzelnen
Chips vorgesehen. Es wird angenommen, dass die
obere Frequenz des Chips, die hier als die Grenzfre-
quenz der Transistoren bezeichnet wird, in der Nahe
der oberen Frequenzgrenze, 50 MHz, der Einrich-
tung mit vier Chips liegt.

[0004] Die in Eig. 2 gezeigte Toshiba TPM1919 ist
eine 2-GHz-Einrichtung mit vier MESFET-Chips in li-
nearer Anordnung. Sie verwendet eine "Eche-
lon"-Teilerstruktur zum Aufteilen des Gate-Signals
auf vier Wege. Zwischen den Gate-Anschlissen und
den Enden der Teilerstruktur befinden sich Anpas-
sungsnetzwerke. Es wird angenommen, dass diese
Anpassungsnetzwerke Impedanz-Transformation mit
der gewinschten Betriebsfrequenz liefern, was die
Umsetzung der Einrichtung vereinfacht. Die Eingabe-
struktur der Einrichtung stellt bestimmte Abgleich-
und Isolationsfunktionen zur Verfigung. Es wird an-
genommen, dass ihre Betriebsfrequenz in der Nahe
der Obergrenze der einzelnen Chips liegt.

[0005] Dementsprechend werden die aus dem
Stand der Technik bekannten Einrichtungen am obe-
ren Ende der Frequenz-Kapazitat der Chips betrie-
ben. Die Gate- bzw. Basisdrahte aus dem Stand der
Technik sind aufgrund der damit verbundenen sehr
hohen Frequenzen notwendigerweise kurz. Infolge-
dessen ist ihre Stérresonanz-(und mdégliche Oszillati-
ons-) Frequenz hoher als die Frequenz, bei der die

Chips keine Verstarkung mehr liefern kdnnen. Somit
kommt es zu geringer oder gar keiner Oszillation.

[0006] Der in US-Patent Nr. 4,639,760 beschriebe-
ne Aufbau der MRF 154 von Motorola (Fig. 2') ver-
wendet serielle Gate-Widerstande, um die Verstar-
kung der einzelnen Gate-Zellen gezielt im Wesentli-
chen zu verringern, damit eine Oszillation im Wesent-
lichen verhindert wird. Der Chip hat einen Amplitu-
dengang von >500 MHz, aber der gewiinschte Fre-
quenzbereich der gesamten Einrichtung war <100
MHz. Die Gestaltung von Motorola weist also ber-
schussige Verstarkung auf.

[0007] Des Weiteren beschreibt das US-Patent Nr.
5,731,970 eine Einrichtung zur Leistungsumwand-
lung, einen Umrichter mit drei Ebenen zum Antreiben
von Motoren in Fahrzeugen und ein Halbleitermodul
zum Verringern der negativen Auswirkungen von ho-
her Draht-Induktivitat (-Induktanz) bei der Verwen-
dung von vielen Einrichtungen.

[0008] Das US-Patent 5,731,970 bezieht sich auf
das Problem der Oszillation in der Emitter-(Source-)
Kollektorbahn in einem Modul mit mehreren Leis-
tungseinrichtungen, und das US-Patent Nr.
5,731,970 lehrt eine Minimierung der Impedanz, ins-
besondere der Induktivitdt, indem die Kabellangen
moglichst kurz bemessen werden, indem sie hin-
sichtlich der jeweiligen Einrichtung identisch bemes-
sen werden und indem die Einrichtungen in einem
Modul untergebracht werden, bei dem die Drahte
durch Elektrodenbereiche ersetzt werden, um Induk-
tivitat zu eliminieren und die Uneinheitlichkeit der
Stromstarke der Einrichtungen zu verringern.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Die Erfindung wird durch die Anspriche defi-
niert.

[0010] Die Erfindung beinhaltet ein Verfahren zum
Einhdusen und Verbinden mehrer Leistungstransis-
torchips, um bei einer ersten Frequenz ohne Oszilla-
tion bei einer zweiten Frequenz betrieben zu werden,
welche hoéher ist als die erste Frequenz, aber tiefer
als eine Grenzfrequenz der Transistoren. Das Ver-
fahren umfasst: Montieren der Chips auf einem Sub-
strat, wobei eine untere Seite (drain, wortlich "Sen-
ke"; hier "Anode") jedes Chips elektrisch und ther-
misch auf eine erste Flache einer leitfahigen Schicht
auf dem Substrat gebondet ist; elektrisches Verbin-
den einer Source (dt. wortlich "Quelle", hier "Katho-
de") jedes Chips mit einer zweiten Flache der leitfahi-
gen Schicht auf dem Substrat und elektrisches Ver-
binden eines Gates jedes Chips mit einer dritten, ge-
meinsamen, inneren, zentralen Flache der leitfahigen
Schicht auf dem Substrat Gber separate elektrische
Leiter.

2112



DE 603 08 148 T2 2007.08.16

[0011] Die Leiter sind im Wesentlichen auf dieselbe
elektrische Lange bemessen und stellen zur Verfi-
gung: eine erste Impedanz, welche der elektrischen
Lange von der gemeinsamen Flache zu jedem Gate
entspricht und die erste Frequenz im Wesentlichen
ungedampft durchlasst, und wobei eine zweite Impe-
danz von dem Gate eines Chips zu dem Gate eines
zweiten Chips zur Verfugung gestellt wird, welche die
zweite Frequenz im Wesentlichen dampft. Gemal ei-
nem ersten Ausflhrungsbeispiel haben die Leiter die
Form eines oder mehrerer Briickendrahte in Serie mit
einem Schichtwiderstand. GemalR einem zweiten
Ausfuhrungsbeispiel haben sie die Form einer oder
mehrerer maandrierender Streifenleitungen mit vor-
gegebener Impedanz-Charakteristik und einer oder
mehrerer gebondeter Gate-Anschlussanordnungen
(gate bonding pads), die Uber lange Briickendrahte
mit ihren jeweiligen Gates verbunden sind.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Fig.1 stellt einen Leistungsverstarker des
Standes der Technik dar.

[0013] Eig. 2 stellt einen weiteren Leistungsverstar-
ker des Standes der Technik dar.

[0014] Eig.2' stellt einen dritten Leistungsverstar-
ker des Standes der Technik dar.

[0015] Fig. 3 ist ein schematisches Diagramm eines
ersten Ausfuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfin-
dung.

[0016] Fig. 4 ist ein schematisches Diagramm eines
zweiten Ausfiihrungsbeispiels der vorliegenden Er-
findung.

[0017] FEig.5 ist ein detaillierteres schematisches
Diagramm der Gate-Struktur gemafl dem in Fig. 3
gezeigten Ausfiihrungsbeispiel.

[0018] Fig. 6 ist ein detaillierteres schematisches
Diagramm der Gate-Struktur gemal dem in Fig. 4
gezeigten Ausfiihrungsbeispiel.

AUSFUHRLICHE BESCHREIBUNG

[0019] Gemal der vorliegenden Erfindung sind vier
MOSFET-Leistungstransistorchips in einer rechtecki-
gen, z.B. quadratischen, Anordnung wie in Fig. 3 und
Fig. 4 angeordnet. Die Chips haben eine Obergrenze
von 250 MHz, sind aber zweimal so grol3 wie die
Chips in der Gestaltung von Motorola. Infolgedessen
ist die Eingangskapazitat der Transistoren erfin-
dungsgemal hoch. Diese hohe Kapazitat senkt die
Resonanzfrequenz der stérenden Struktur der Tran-
sistoren, die zu Oszillation fihren kann, wenn die
Transistoren in einem Leistungsmodul parallel ge-
koppelt sind. Aufgrund der héheren Eingangskapazi-

tat und der Verwendung von Source-Widerstanden
ist gemaf einem ersten Ausfiuhrungsbeispiel der Er-
findung die Verstarkung bei der gewilnschten Be-
triebsfrequenz von vornherein nicht sehr hoch. Somit
gibt es nur wenig Uberschiissige Verstarkung, und die
Gate-Widerstande fur sich allein verringern die Ge-
samtverstarkung des Verstarkers. Wenn der fur die
Unterdrickung der Oszillation bendtigte Widerstand
zu hoch ist, kdnnen stattdessen Induktionsschleifen
verwendet werden. Dementsprechend werden bei ei-
nem zweiten Ausfihrungsbeispiel der Erfindung
Gate-Induktivitdten anstelle von Gate-Widerstanden
verwendet, und es wird hdhere Verstarkung ohne Os-
zillation zur Verfiigung gestellt.

[0020] Die Erfindung I&sst sich so betrachten, dass
sie eine modulare Konfiguration aus mehreren MOS-
FET-Chips fur Hochfrequenzleistungs-Anwendungen
zur Verfugung stellt, die zuverlassig sowie leicht und
wiederholbar herzustellen ist.

[0021] Fig. 3 stellt ein erstes Ausflihrungsbeispiel
der Erfindung mit symmetrierten Gate-Eingangsan-
schliissen dar, bei denen gedruckte, serielle Wider-
stédnde verwendet werden. Dem Fachmann wird be-
wusst sein, dass gemalf diesem ersten Ausfiihrungs-
beispiel ein Verstarker mit vergleichsweise geringe-
rer Verstarkung erzielt wird, der aber ohne uner-
wiinschte Oszillation funktioniert. Ebenso wird dem
Fachmann bewusst sein, dass zur Erhéhung der Ver-
starkung, die durch einen Verstarker gemaf dieser
Ausfuhrungsform erzeugt wird, kleinere Chips mit ho-
herer Verstarkung verwendet werden kdnnen, damit
die seriellen Widerstédnde bei der gewlinschten Be-
triebsfrequenz nicht den Grofdteil des Verstarkungs-
spielraums aufbrauchen.

[0022] FEig. 3 zeigt die Anordnung mit vier Chips (je-
weils mit 1 bezeichnet), die vorzugsweise auf einem
Keramik-(z.B. BeO-)-Substrat 2 angebracht ist und
folgendes zur Verfiigung stellt: eine leitfahige Sour-
ce-Anschlussflache 3, eine leitfahige Drain-An-
schlussflache 4 und eine leitfahige Gate-Anschluss-
flache 5. AuRerhalb des Umfanges der Chip-Anord-
nung sind auf dem Substrat Diinnschicht-Source-Wi-
derstdnde 6 (z.B. Palladium-Gold) angeordnet.
Gate-Bond-Drahte 7 und Source-Bond-Drahte 8 (z.B.
Aluminium) sowie gebondete Source-Anschlussan-
ordnungen 9 (z.B. Silber) sind wie dargestellt vorge-
sehen. Uberbriickungsdrahte 10 (z.B. Aluminium) er-
strecken sich von der Gate-Anschlussflache 5 zu ei-
ner zentral angeordneten Gate-Landeflache L, die
neben seriellen Gate-Widerstanden 13 angeordnet
und mit diesen elektrisch verbunden ist. Die anderen
Enden der Gate-Widerstande 13 bestehen aus
Draht, der mit Gate-Bond-Drahten zu mehreren ent-
sprechenden Gate-Anschlissen auf jedem der Chips
1 gebondet ist.

[0023] Fig. 4 zeigt ein zweites Ausfiihrungsbeispiel
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der Erfindung mit symmetrierten Eingangsanschlis-
sen, bei denen maandrierende, gedruckte Streifenlei-
tungen bzw. Streifenleitungs-Verbindungsleitungen
11 verwendet werden, die eine relativ hohe Eigenin-
duktivitat aufweisen. Da die Impedanz der induktiven
Streifenleitungen frequenzabhangig ist (im Gegen-
satz zu der frequenzunabhangigen der Widerstan-
de), ist es gemaR diesem zweiten Ausflihrungsbei-
spiel der Erfindung méglich, eine hdhere Verstarkung
ohne Oszillation zu erreichen. Dabei ist einsichtig,
dass die topologische Anordnung des zweiten Aus-
fuhrungsbeispiels der des ersten gleicht: Der erste
nicht auf den Chips angeordnete Anschluss der
Gates soll sich darin an einer gemeinsamen, inneren,
zentralen Stelle befinden. Dem Fachmann wird be-
wusst sein, dass die Streifenleitungen ebenfalls tUber
einen charakteristischen Eigenwiderstand und eine
charakteristische Eigenkapazitat verfiigen, wenn die-
se auch gering sind.

[0024] Aus Fig. 4 ist ersichtlich, dass die maandrie-
renden Streifenleitungen eine im Wesentlichen glei-
che elektrische Lange haben, d.h. sie weisen nahezu
identische Impedanzen auf (einschlieRlich Wider-
stand, Induktivitat und Kapazitat) und erstrecken sich
von einem externen Gate-Terminal 5' durch Briicken-
dréhte 10 zu einem Bereich einer zentralen, gemein-
samen Landeflache L' innerhalb der Chip-Anordnung
und zwischen nebeneinander liegenden Chips. Die
maandrierenden Induktionsschleifen enden in ver-
bondeten Gate-Anschlussanordnungen 12" fir die
gebondete Verdrahtung mithilfe von Gate-Bonddrah-
ten 7' zu den mehreren entsprechenden Gate-An-
schlussanordnungen auf den jeweiligen Chips 1. Da-
bei ist einsichtig, dass das Substrat 2, die Source-An-
schlussflache 3, die Drain-Anschlussflache 4, die
Source-Widerstande 6, die Source-Bonddrahte 8 und
die gebondeten Source-Anschlussanordnungen 9 im
Wesentlichen identisch mit denen des ersten Ausfuh-
rungsbeispiels der Erfindung sind, das oben mit Be-
zug auf Fig. 3 beschrieben wurde. Dem Fachmann
wird bewusst sein, dass die Leiter durch das Maand-
rieren der Streifenleitungen effektiv elektrisch verlan-
gert werden, ohne dass die dafiir erforderliche Flache
der Anschlussanordnung hierdurch wesentlich ver-
gréRert wiirde.

[0025] Fig. 5ist ein detailliertes schematisches Dia-
gramm, das nur die Gate-Anschlussflache der Ein-
richtung aus Fig. 3 zeigt. Fig. 5 zeigt den oben be-
schriebenen Gate-Anschluss 5 flur die Einrichtung
und die Bond-Drahte 7. Sie zeigt auch zweite (zentra-
le) Gate-Anschluss-Bonddrahte 10 (sechs gemaf
dem ersten gezeigten Ausfiihrungsbeispiel), die ei-
nen Weg mit gesteuerter Impedanz (z.B. resistiv/in-
duktiv/kapazitiv) zwischen dem Gate-Anschluss 5
und der zentral angeordneten Gate-Landefache L zur
Verflgung stellen. Des Weiteren zeigt sie die gebon-
deten Gate-Anschlussanordnungen 12 (eine pro
Chip). SchlieBlich zeigt sie vorzugsweise gedruckte

Schaltungs-Widerstande 13 (ebenfalls einen pro
Chip). Die Anzahl der Briickendrahte 10 und deren
Langen koénnen angepasst werden, damit die ge-
wulnschte Induktivitat, der gewlinschte Widerstand
und die gewinschte Stromkapazitat fir eine be-
stimmte Anwendung erreicht wird.

[0026] Gemal einem bevorzugten ersten Ausfiih-
rungsbeispiel haben die seriellen Gate-Widerstande
ca. 3 Q oder weniger. Dem Fachmann wird bewusst
sein, dass der Wert der seriellen Widerstande so ge-
wahlt wird, dass die Oszillation bei einer bestimmten
Betriebsfrequenz der Einrichtung effektiv unterdrickt
wird, ohne dass dabei die Gesamtverstarkung der
Einrichtung mehr als nétig verringert wirde. Aulder-
dem sind die sechs diinnen Briickendrahte 10, wie in
dem bevorzugten ersten Ausflihrungsbeispiel darge-
stellt, parallel angeordnet.

[0027] Fig. 6 ist ein detailliertes schematisches Dia-
gramm, das nur die Gate-Anschlussflache der Ein-
richtung aus Fig. 4 zeigt. Wie oben mit Bezug auf
Fig. 4 beschrieben, gibt es in dem zweiten Ausflh-
rungsbeispiel der Erfindung keine seriellen Gate-Wi-
derstande 13; die gebondeten Gate-Anschlussanord-
nungen 12' sind darin auf eine kleinere Flache um-
konfiguriert, und es enthalt vier Streifenleitungs-Ver-
bindungsleitungen 11 mit gesteuerter Impedanz, die
sich, wie dargestellt, zwischen einer gemeinsamen,
zentralen Landeflache L' und gebondeten Anschluss-
anordnungen 12' erstrecken. Man sieht, dass die
Landeflache L' wie in Eig. 3 und Fig. 5 tUber sechs
parallele Brickendrahte 10 mit der Gate-Verbindung
5' verbunden ist.

[0028] Die typische charakteristische Impedanz der
Streifenleitungen mit gesteuerter Impedanz — kompa-
tibel mit den ausgewahlten Chips — betragt ca. 90 Q,
bestimmt durch die Breite der Streifenleitungen so-
wie die Dicke und die dielektrischen Eigenschaften
des Substrates 2. Gemal dem zweiten Ausfuhrungs-
beispiel der Erfindung, das oben unter Bezugnahme
auf Fig. 4 und Fig. 6 beschrieben wurde, sind die
Streifenleitungen ca. 0,65 Zoll (1,651 cm) lang und
0,013 Zoll (0,033 cm) breit, wahrend das Substrat ca.
40 mil dick ist. Die Eingangsimpedanz der Chips 1
selbst liegt unter ca. 0,2 Q.

[0029] Dem Fachmann wird bewusst sein, dass das
Verhaltnis zwischen der Leiterbreite und der Dicke
der dielektrischen Schicht die charakteristische Im-
pedanz bestimmt und dass die Lange des Leiters die
serielle Impedanz bestimmt, welche die maandrie-
rende Streifenleitung zwischen dem Gate und dem
gemeinsamen Anschlusspunkt L' vermittelt. Ebenso
wird dem Fachmann bewusst sein, dass die darge-
stellten Streifenleitungen innerhalb des Gedankens
und Geltungsbereiches der Erfindung durch unter-
schiedliche Merkmale gekennzeichnet sein, unter-
schiedlich ausgebildet sein und/oder unterschiedlich
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geleitet werden kénnen.

[0030] Zum Zweck der Beschreibung wird eine
rechteckige Anordnung von vier Chips dargestellt.
Andere geometrische Anordnungen wie z.B. kreis-
rund, dreieckig usw., mit mehr oder weniger Chips
kdnnten mit dem beschriebenen Verfahren ebenfalls
verwendet werden und liegen innerhalb des Gedan-
kens und Geltungsbereiches der Erfindung.

[0031] Dementsprechend durfte dem Fachmann
nach dieser Darstellung und Beschreibung der Prin-
zipien unserer Erfindung in einer bevorzugten Aus-
fuhrungsform ohne Weiteres ersichtlich sein, dass
die Erfindung in Anordnung und Details abgewandelt
werden kann, ohne dass dadurch von diesen Prinzi-
pien abgewichen wirde. Wir beanspruchen alle Ab-
wandlungen, die in den Geltungsbereich der beilie-
genden Anspriiche fallen.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Einhausen und zur Verbindung
mehrerer Leistungstransistor-Halbleiterplatichen, um
bei einer ersten Frequenz ohne Oszillation bei einer
zweiten Frequenz betrieben zu werden, welche ho-
her ist als die erste Frequenz, aber tiefer als eine
Grenzfrequenz der Transistoren, wobei das Verfah-
ren umfasst:

Montieren der Halbleiterplattchen (1) auf einem Sub-
strat (2), wobei eine untere Seite (drain, dt. wortlich
Senke, hier Anode) jedes Halbleiterplatichens elek-
trisch und thermisch auf eine erste Flache (4) einer
leitfahigen Schicht auf dem Substrat gebondet ist;
elektrisches Verbinden der Source (dt. wortlich Quel-
le, hier Kathode) jedes Halbleiterplattchens mit einer
zweiten Flache (3) der leitfahigen Schicht auf dem
Substrat; und

elektrisches Verbinden eines Gates jedes Halbleiter-
plattchens mit einer dritten gemeinsamen, inneren
zentralen Landeflache (L, L") der leitfahigen Schicht
auf dem Substrat Uber separate elektrische Leiter,
dadurch gekennzeichnet, dass

sich die Leiter von der dritten gemeinsamen, inneren
zentralen Landeflache (L, L') zu jedem der Gates der
Halbleiterplatichen erstrecken und auf die im We-
sentlichen gleiche elektrische Lange bemessen sind
und eine erste Impedanz zur Verfugung stellen, die
der elektrischen Lange von der gemeinsamen Flache
(L, L") zu jedem Gate entspricht, welche die erste Fre-
quenz im Wesentlichen ungedampft passieren lasst,
und eine zweite Impedanz von dem Gate eines ers-
ten Halbleiterplattchens zu dem Gate eines zweiten
Halbleiterplatichens zur Verfligung stellen, welche
die zweite Frequenz im Wesentlichen abdampft.

2. Verfahren gemaf Anspruch 1, wobei die meh-
reren Halbleiterplattchen (1) in einer Anordnung an-
geordnet sind, und wobei das Substrat (2) so ange-
ordnet ist, dass die zweite Flache (3), die mit den

Sources verbunden ist, auerhalb der Anordnung po-
sitioniert ist, und wobei die dritte Flache (L, L") innen
und zentral bezlglich der Anordnung und zwischen
den Halbleiterplattchen liegt.

3. Verfahren gemafR Anspruch 1, wobei die meh-
reren Halbleiterplattchen (1) in einer Anordnung an-
geordnet sind, welche ferner einen Satz von leitfahi-
gen ersten Brickendrahten (10) umfasst, welche die
dritte Flache (L, L") mit einer vierten Flache (5, 5") ver-
binden, und wobei das Substrat (2) so angeordnet ist,
dass die zweite Flache (3), die mit den Sources ver-
bunden ist, auRerhalb der Anordnung auf gegentiber-
liegenden ersten und zweiten Seiten positioniert ist,
wobei die dritte Flache (L, L") ungefahr in der Mitte in-
nerhalb der Anordnung positioniert ist und die vierte
Flache (5, 5') im Wesentlichen auRerhalb der Anord-
nung liegt.

4. Verfahren gemal Anspruch 1, wobei die An-
schlisse jeweils einen ersten Bereich (11, 13) bein-
halten, der sich von der dritten Flache (L, L") zu einer
Gate-Anschlussanordnung (12, 12') erstreckt, wel-
ches dem Gate eines entsprechenden Halbleiter-
plattchens entspricht, wobei der erste Bereich eine
oder mehrere Schichten mit Impedanzen in bestimm-
ten Rahmen beinhaltet, einen zweiten Bereich, der in
Serie mit dem ersten Bereich verbunden ist, wobei
der zweite Bereich die Gate-Anschlussanordnung
(12, 12") beinhaltet, und einen dritten Bereich, der in
Serie mit dem zweiten Bereich verbunden ist, wobei
der dritte Bereich einen oder mehrere leitende Bri-
cken (7, 7") beinhaltet, die sich zu dem Gate des ent-
sprechenden Halbleiterplattchens erstrecken.

5. Verfahren gemafR Anspruch 4, wobei wenigs-
tens der erste und der zweite Bereich (11, 13; 12, 12")
der Leiter integral in der leitfahigen Schicht ausgebil-
det sind, um so Leitungen von im Wesentlichen glei-
cher, definierter Impedanz auf dem Substrat zu abzu-
grenzen, die im Wesentlichen gleiche Resistanz, In-
duktanz und Kapazitanz aufweisen, und wobei die
leitfahigen Bricken (7, 7') konfiguriert sind, um eine
im Wesentlichen gleiche, definierte Impedanz aufzu-
weisen, die jede Gate-Anschlussanordnung mit dem
entsprechenden Gate verbindet.

6. Verfahren gemaR Anspruch 1, wobei die Leiter
jeweils wenigstens einen ersten Bereich (11) beinhal-
ten, der integral in der leitfahigen Schicht ausgebildet
ist, und der sich zwischen der dritten Flache (L") und
der Gate-Anschlussanordnung (12') erstreckt, wel-
che einem der Halbleiterplattchen (1) entspricht, wo-
bei der erste Bereich die Form einer maandrierenden
Streifenleitung (11) annimmt, und wobei die Leiter je-
weils einen zweiten Bereich beinhalten, welcher ei-
nen ersten Satz von mehreren leitfahigen Briicken
(7") beinhaltet, die konfiguriert sind, um eine im We-
sentlichen gleiche, definierte Impedanz aufzuweisen,
die jede Gate-Anschlussanordnung mit dem entspre-
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chenden Gate verbindet.

7. Verfahren gemaR Anspruch 6, wobei die meh-
reren Halbleiterplattchen (1) in einer Anordnung an-
geordnet sind, welche ferner einen Satz von leitfahi-
gen ersten Brickendrahten (10) umfasst, welche die
dritte Flache (L") mit einer vierten Flache (5") verbin-
den, und wobei das Substrat so angeordnet ist, dass
die zweite Flache (3), die mit den Sources verbunden
ist, aulRerhalb der Anordnung auf gegenuberliegen-
den ersten und zweiten Seiten positioniert ist, wobei
die dritte Flache (L") ungefahr in der Mitte innerhalb
der Anordnung positioniert ist, und die vierte Flache
(5") im Wesentlichen aulRerhalb der Anordnung liegt.

8. Verfahren nach Anspruch 2, 3 oder 7, wobei
die Anordnung rechteckig ist.

9. Leistungsmodul, welches mehrere Leistungs-
transistor-Halbleiterplattchen einhdust und verbindet,
um bei einer ersten Frequenz ohne Oszillation bei ei-
ner zweiten Frequenz betrieben zu werden, welche
hoéher ist als die erste Frequenz, aber tiefer als eine
Grenzfrequenz der Transistoren, wobei das Modul
umfasst:
ein Substrat (2), welches eine leitfahige Schicht auf-
weist, welche strukturiert ist, um eine erste Flache (4)
auszubilden, eine zweite Flache (3), und eine dritte
gemeinsame, innere zentrale Landeflache (L, L');
mehrere Leistungstransistor-Halbleiterplattchen, die
auf dem Substrat montiert sind, wobei eine untere
Seite (drain) jedes Halbleiterplattchens elektrisch
und thermisch auf die erste Flache (4) der leitfahigen
Schicht auf dem Substrat gebondet ist;
eine Source jedes Halbleiterplatichens elektrisch mit
der zweiten Flache (3) der leitfahigen Schicht auf
dem Substrat verbunden ist; und
ein Gate jedes Halbleiterplattchens elektrisch mit der
dritten gemeinsamen, inneren zentralen Landeflache
(L, L") der leitfahigen Schicht auf dem Substrat tber
separate elektrische Leiter verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Leiter von der dritten gemeinsamen, inneren
zentralen Landeflache (L, L') zu jedem der Gates der
Halbleiterplatichen erstrecken und auf die im We-
sentlichen gleiche elektrische Lange bemessen sind,
und eine erste Impedanz zur Verfugung stellen, die
der elektrischen Lange von der gemeinsamen Flache
(L, L") zu jedem Gate entspricht, welche die erste Fre-
quenz im Wesentlichen ungedampft passieren lasst
und eine zweite Impedanz von dem Gate eines ers-
ten Halbleiterplattchens zu dem Gate eines zweiten
Halbleiterplatichens zur Verfligung stellen, welche
die zweite Frequenz im Wesentlichen abdampft.

10. Leistungsmodul gemafl Anspruch 9, wobei
die mehreren Halbleiterplattchen (1) in einer Anord-
nung angeordnet sind, und wobei das Substrat (2) so
angeordnet ist, dass die zweite Flache (3), die mit
den Sources verbunden ist, auRerhalb der Anord-

nung positioniert ist, und wobei die dritte Flache (L,
L") innen und zentral beziglich der Anordnung und
zwischen den Halbleiterplattchen liegt.

11. Leistungsmodul gemafR Anspruch 9, wobei
die mehreren Halbleiterplattchen (1) in einer Anord-
nung angeordnet sind, welche ferner einen Satz von
leitfahigen ersten Briickendrahten (10) umfasst, wel-
che die dritte Flache (L, L') mit einer vierten Flache (5,
5') verbinden, und wobei das Substrat (2) so ange-
ordnet ist, dass die zweite Flache (3), die mit den
Sources verbunden ist, auBerhalb der Anordnung auf
gegeniberliegenden ersten und zweiten Seiten posi-
tioniert ist, wobei die dritte Flache (L, L') ungefahr in
der Mitte innerhalb der Anordnung positioniert ist und
die vierte Flache (5, 5') im Wesentlichen aul3erhalb
der Anordnung liegt.

12. Leistungsmodul gemall Anspruch 9, wobei
die Anschlusse jeweils einen ersten Bereich (11, 13)
beinhalten, der sich von der dritten Flache (L, L") zu
einer Gate-Anschlussanordnung (12, 12") erstreckt,
welche dem Gate eines entsprechenden Halbleiter-
plattchens entspricht, wobei der erste Bereich eine
oder mehrere Schichten mit Impedanzen in bestimm-
ten Rahmen beinhaltet, einen zweiten Bereich, der in
Serie mit dem ersten Bereich verbunden ist, wobei
der zweite Bereich die Gate-Anschlussanordnung
(12, 12") beinhaltet, und einen dritten Bereich, der in
Serie mit dem zweiten Bereich verbunden ist, wobei
der dritte Bereich einen oder mehrere leitende Bri-
cken (7, 7") beinhaltet, die sich zu dem Gate des ent-
sprechenden Halbleiterplattchens erstrecken.

13. Leistungsmodul gemafl Anspruch 12, wobei
wenigstens der erste und der zweite Bereich (11, 13;
12, 12") der Leiter integral in der leitfahigen Schicht
ausgebildet sind, um so Leitungen von im Wesentli-
chen gleicher, definierter Impedanz auf dem Substrat
zu abzugrenzen, die im Wesentlichen gleiche Resis-
tanz, in Induktanz und Kapazitanz aufweisen, und
wobei die leitfahigen Briucken (7, 7') konfiguriert sind,
um eine im Wesentlichen gleiche, definierte Impe-
danz aufzuweisen, die jede Gate-Anschlussanord-
nung mit dem entsprechenden Gate verbindet.

14. Leistungsmodul gemafl Anspruch 9, wobei
die Leiter jeweils wenigstens einen ersten Bereich
(11) beinhalten, der integral in der leitfahigen Schicht
ausgebildet ist, und der sich zwischen der dritten Fla-
che (L") und der Gate-Anschlussanordnung (12') er-
streckt, welche einem der Halbleiterplattchen (1) ent-
spricht, wobei der erste Bereich die Form einer ma-
andrierenden Streifenleitung (11) annimmt, und wo-
bei die Leiter jeweils einen zweiten Bereich beinhal-
ten, welcher einen ersten Satz von mehreren leitfahi-
gen Bricken (7') beinhaltet, die konfiguriert sind, um
eine im Wesentlichen gleiche, definierte Impedanz
aufzuweisen, die jede Gate-Anschlussanordnung mit
dem entsprechenden Gate verbindet.

6/12



DE 603 08 148 T2 2007.08.16

15. Leistungsmodul nach Anspruch 14, wobei die
mehreren Halbleiterplattchen (1) in einer Anordnung
angeordnet sind, welche ferner einen Satz von leitfa-
higen ersten Brickendrahten (10) umfasst, welche
die dritte Flache (L") mit einer vierten Flache (5') ver-
binden, und wobei das Substrat so angeordnet ist,
dass die zweite Flache (3), die mit den Sources ver-
bunden ist, aulerhalb der Anordnung auf gegentiber-
liegenden ersten und zweiten Seiten positioniert ist,
wobei die dritte Flache (L') ungefahr in der Mitte in-
nerhalb der Anordnung positioniert ist, und die vierte
Flache (5') im Wesentlichen aufRerhalb der Anord-
nung liegt.

16. Leistungsmodul nach Anspruch 10, 11 oder
15, wobei die Anordnung rechteckig ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen

STAND DER TECHNIK
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